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Etching process involves various chemical reactions and reflects significantly on 
silicon wafer quality. This master project addresses the major problem on wafers 
during etching that is wafer removal distribution throughout etching drum 
compartment. The etching drum has been redesigned to overcome the lower removal 
problem at the end of each compartment. The characteristics of the end wafers are 
compared with other wafers in the compartment to study the etching difference that 
leads to this problem. Etching parameters are then evaluated in order to optimize the 
etching process in conjunction with the use of this new drum. For optimization 
purpose is by applying Design of Experiment (DOE) with full factorial design is 
employed. Etching factors namely the bubbling flow rate, wafer rotation, and etchant 
temperature had been varied in 11 runs in the DOE. The responses studied etching 
removal, total thickness variation (TTV) and wafer brightness. It is found that etchant 
temperature gives major a impact on all three responses stated above. The etchant 
temperature is the main effect factor and significantly affects TTV. Additionally, the 
etchant temperature and bubbling flow rate provide interaction effect on both  the 
etching removal and wafer brightness. A higher bubbling flow rate is required to 
ensure etching removal and brightness within specification. Besides studying these 
three responses, the wafer surface after etching is additionally analyzed using ADE 
Infotool software which captures the etched profile and its thickness. From the ADE 
result, it again indicates that a higher temperature contributes to a more concave 
shape of etched wafer, thus resulting in higher TTV sending the wafers to be out of 
specification. Finally, the optimum condition is tested on a final run utilizing all the 
four compartments. The uniformity without lower removal at the end compartment is 
observed in removal distribution graph. The new drum design performance is 
enhanced with the optimized value of bubbling flow rate, etchant temperature and 








Proses Punaran (Etching) melibatkan pelbagai tindak balas kimia dan memberi kesan 
yang ketara terhadap kualiti wafer. Projek sarjana ini mengenalpasti masalah utama 
dalam proses punaran terhadap wafer, iaitu penyingkiran silikon yang tidak sekata 
dalam keempat-empat kompatmen pada drum wafer. Rekabentuk drum diubah untuk 
mengatasi masalah ini. Profil permukaan wafer dianalisis dan dibandingkan dengan 
wafer di bahagian tengah drum untuk menganalisa perbezaan profile keduanya dan 
kaitannya dengan masalah ini. Parameter punaran dianalisa untuk menyelaraskan 
perubahan drum baru untuk mencapai proses punaran yang optimum. Kaedah 
eksperimen yang digunakan adalah “Design of Experiment” (DOE) dengan kaedah 
faktorial penuh. Faktor punaran seperti kadar aliran buih, pusingan wafer dan suhu 
asid dipelbagaikan dalam 11 set eksperimen. Kesan faktor-faktor ini melibatkan 
penyingkiran silikon, jumlah variasi ketebalan (TTV), dan kecerahan wafer. 
Keputusan DOE mendapati suhu acid adalah factor yang paling berpengaruh ke atas 
ketiga-tiga kesan proses punaran yang disebutkan tadi. Suhu asid adalah faktor utama 
yang paling signifikan terhadap TTV. Manakala suhu asid dan kadar aliran buih 
memberikan kesan menyaling  terhadap peyingkiran silicon dan kecerahan wafer. 
Kadar aliran buih yang tinggi diperlukan untuk memastikan penyingkiran silicon dan 
kecerahan wafer dalam spesifikasi. Di samping keputusan itu, profil permukaan wafer 
selepas punaran dianalisis menggunakan perisian ADE Infotool yang memberi 
keputusan profail wafer dan perubahan ketebalan wafer sepanjang  keratan rentas. 
Daripada keputusan ADE, suhu asid yang tinggi sekali lagi  menunjukkan kesan yang 
ketara terhadap profil wafer. Suhu asid yang tinggi memberikan profil yang cerun ke 
dalam wafer, dan ini sekaligus menjadikan TTV keluar dari spesifikasinya. Akhir 
sekali, nilai optimum yang diperolehi dari DOE tadi dijalankan ke atas ekeperimen 
yang terakhir untuk menilai pencapaian keempat-empat kompatmen. Keseragaman 
tanpa penyingkiran silikon yang rendah di tepi setiap kompatmen dapat dicapai. 
Rekabentuk drum yang baru ini diperkukuhkan lagi dengan nilai optimum kadar 
aliran buih, suhu asid, dan pusingan wafer dalam drum untuk mencapai keseragaman 
penyingkiran silikon. 
 
